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a- HP 4155 parametre analizörü yardımıyla bir npn (pnp) tranzistor için VBE = sabit 
çıkı  öze rilerini çıkartınız.

b- Elde etti iniz öze riler yardımıyla Geli tirilmi  Ebers-Moll modelinde Early olayını
modellemek üzere öngörülen MF Early çarpanını ve mC BC jonksiyonu kapasite 
gradyan faktörünün nasıl belirlenebilece ini ara tırınız, bunun için bir yöntem 
öneriniz.

c- Ölçtü ünüz tranzistor için  MF Early çarpanını ve mC kapasite gradyan faktörünü 
belirleyiniz.  

d- Belirledi iniz model parametreleri yardımıyla hesaplayaca ınız çıkı  öze rilerinin
ölçüm sonuçları ile uyumlulu unu ara tırınız, aradaki farkları yorumlayınız.

Yol Gösterme: 

Elde etti iniz VBE = sabit çıkı  öze rilerinden uygun olan biri üzerinde küçük ve orta 
de erli VCE gerilimlerinde  küçük VCE  de i imleri için IC de i imlerini gözleyerek    yoe

çıkı  iletkenli inin VCE gerilimine ba ımlılı ını veren yoe  - VCE de i imini çıkartınız.
Buradan hareketle mc kapasite gradyan faktörü belirlenebilir. 
Belirlenen mc kapasite gradyan faktörü, ilgili model ba ıntıları ve ölçüm sonucu elde 
edilen VBE = sabit çıkı  öze rilerine ili kin verilerden hareketle MF Early çarpanı
saptanabilir.

Not:
Numarası tek sayı ile biten ö renciler npn, çift sayı ile biten ö renciler pnp 
tranzistor üzerinde ölçüm yapacaklardır. Her ö renci ayrı bir tranzistor 
alacaktır. Tranzistorlar Elektronik Anabilim Dalı Laboratuarı’ndan
sa lanabilir. Bir önceki ödevde kullandı ınız tranzistorları
kullanabilirsiniz.  


